
 

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих 

 при приёме на обучение  

 

1.  Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, 

не позднее 6 августа 2025 г.  

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений, в соответствии с пунктом 3.3. Правил.  

2.  При приеме на обучение в аспирантуру Самарского университета начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

Вид индивидуального 

достижения 
Подтверждающие документы 

Начисляемый 

балл  

Максимальная 

сумма баллов 

Публикация,  

- опубликованная в 

изданиях, включенных в 

перечень ВАК; 

- опубликованная  в 

изданиях, индексируемая в 

международных базах 

данных Scopus 

или Web of Science 

Для начисления абитуриенту 

дополнительных баллов за статью 

(Scopus, Web of Science, РИНЦ, 

ВАК), должны быть 

предоставлены: 

• титульный лист журнала, где 

была опубликована статья, 

• первый лист статьи (где 

указан(ы) автор(ы), название 

статьи), 

• подтверждение индексируемости 

статьи   

1 6 

Публикация, 

опубликованная в изданиях, 

включенных в РИНЦ 

0,2 1 

Патент на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный образец/ 

свидетельство 

Копия соответствующих 

документов, удостоверяющих 

авторство полученных охранных 

документов на результат 

интеллектуальной деятельности 

1 2 

Диплом о высшем 

образовании и о 

квалификации с отличием 

Копия диплома 0,5 0,5 

Наличие рекомендации 

государственной 

экзаменационной комиссии к 

поступлению в аспирантуру 

Копия протокола государственной 

экзаменационной комиссии 
1 1 

Победитель или призер 

всероссийского этапа 

Всероссийских студенческих 

олимпиад (ВСО) в 

соответствии с направлением 

подготовки аспирантуры 

Копия диплома или сертификата 

победителя, или призера ВСО 
1 2 



Вид индивидуального 

достижения 
Подтверждающие документы 

Начисляемый 

балл  

Максимальная 

сумма баллов 

Медалист, победитель, 

призер Всероссийской 

олимпиады студентов 

«Я – профессионал» 

Копия утвержденных списков 

победителей и призеров 
2 2 

Победитель или призер 

Всероссийского инженерного 

конкурса (ВИК) 

Копия диплома победителя или 

призера ВИК 
2 2 

Примечания: 

1 Добавление баллов за каждое индивидуальное достижение проводится только при представлении 

подтверждающих документов. 

2 Баллы за индивидуальные достижения засчитываются при условии соответствия наименование 

группы научных специальностей, на которую подаются документы, конкурсной группе (за 

исключением баллов, полученных за диплом о высшем образовании и о наличии рекомендации 

государственной экзаменационной комиссии). 

3 Статьи, опубликованные в издании, индексируемом в международных базах данных Scopus и Web 

of Science, а также включенном в перечень ВАК и/или РИНЦ, учитываются не более одного раза, 

причем выбор предпочтительного вида индивидуального достижения остается на усмотрение 

поступающего. 

 

      Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (Scopus, Web of 

Science, РИНЦ, ВАК), нужно предоставить распечатку скрина с сайта scopus.com, 

elibrary.ru, webofscience.com, для каждой учитываемой статьи 

1) В распечатке должна быть следующая информация (Приложение 1): 

 ФИО автора,  

 название статьи,  

 название журнала, 

 подтверждение включения статьи/журнала в РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science  

2) Если сама статья не индексируется, но журнал, в котором опубликована статья, 

включен в базу РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science, то помимо скрина статьи нужно 

приложить скрин журнала с соответствующего сайта (scopus.com, elibrary.ru, 

webofscience.com), с подтверждением включения журнала в соответствующую базу 

(Приложение 2). 

3) Для статей, индексируемых в базе Scopus, необходимо  

 приложить распечатку из личного кабинета сайта scopus.com, где будет видно ФИО 

автора и список статей (Приложение 3) 

 приложить распечатку из вкладки Сведения об источнике, с информацией «Годы 

охвата Scopus» для каждого журнала, где опубликованы статьи (Приложение 4) 
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